Circuitos

j:] En serie
E Vr=V1+V2+V3+..+Un
.g lh=12=13=1In
9 Rr=R1+R2+R3+..+Rn
k] En serie

5 =V+V2+V3+ .. 4Un
=

g Q1=02=03=0n

e L-1,1,1, .1
&l CeqC1 C2°C3™ Cn
M En serie

8 L=L1+12+13+..+n
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§=] En paralelo
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Capacitancia
Cc =2 ©
® V

1 bobina s/nucleo

Unidad Monoféasico Trifasico / CA cD
1-V-fp 1-V-fp-1.73 1-V-fp
LK O 1000 1000 1000
En &arcsglo Vs U g KW (HP)| HP-o74 HP - 074
= = =Un >
- 3 1V 1-V-1.73
. |-|-—1 I +1I2 + |13 +In ; ;'E kVA 1000 9000
ﬁ;ﬁ*ﬁ*ﬁ*-«*m 5| Hp.qy |Lfe-FEF-V | I:fpo-FEF-V-173| |-FEF-V
2 746 746 746
En paralelo B[ HP. (W) | kw135 kW - 135
r
V1=V2=V3=Un § L¢P HP - 746 HP - 746 HP - 746
QOr=01+02+0Q3 +0On g " | o FEF-V | fp-FEF-V-173 | FEF-V
Ceq=C1+C2+C3+..+Cn & |(w) kW - 1000 kW - 1000 kW - 1000
8 fp-V fp-V-173 Y
7 P kVA - 1000 kVA - 1000
Corriente eléctrica || ! «vA v Vi3
o (c) (FEF=eficiencia en decimales)
1= - o == R
q
w Dto E I
@ % v 1+ R2
. P = 2h2 . R2
l,=1,-=
Capacitor n ldminas é 8 L_ 4 hE R,

C=-0.0885 K> ND e
® d @)

s=superficie placas K=constante dieléctrica
d= espesor dieléctrico

1 bobina c/nucleo

8
S 2
3
5 RN ALY . N )
g (Hy) 1 108 (cm) (Hy) I x 108 a)
‘g s=seccion bobina N=ndmero de espiras I jad de corriente N: de espiras
Pl |= longitud de la bobina ¢=ﬂujo magnético 5 Z | _ Z |
) P oy | e ©
Potencial eléctrico Campo eléctrico Fuerza eléctrica
v=k<Q E=f | p oy 10a0s L
_Ep . = 4 o2 I Telecomunicaciones
:0q g E=K % =
Ep=K=] 00 8  [B[PIP]E/ES] Np
o- 0.1/ 1.023 [1.012]0.012
Torque x RPM _60xf _ 0.3[1.072 [1.035]0.035
Hp - TorduexAOM - RpM == vi- v L [o7[1175]1.184] 008
’ e ?f) 1 [1.259 [1.122]0.115
B Torque en Kg/cm P=VUxlxcos®  Vi-Nuevo voltaje 2 [1.585 [1.2590.230
S HP x 725 V=Voltaje normal S 3.5] 2.239 | 1.496 | 0.345
= Kgm=——7—"—" 3 fases fi=Nueva frecuencia c 452818 [1.679]/0.517
§ RPM P=/3 Vxlxcos 9 f=frecuencia normal 8 5 3'1 62 1-778 0.576
S . . .
S . Factor de Eficiencia a = 7 15.012 2.23910.806
5 Variaciones potencia Torque plena carga (5 9 [7.943[2.818]1.036
e} p - - ; 10| 10 3.162 [ 1.151
b= Alto voltaje Disminuye Aumenta Ligeramente alta 151 15.85 | 3.98 | 1.73
Bajo voltaje Aumenta Disminuye | Ligeramente baja = 201 100 10 23
Alta frecuencia | Aumenta Disminuye |  Aprox. igual < 3412512 (5012 3 ;31
Baja frecuencia | Disminuye Aumenta Aprox. igual 40110000 10'00 4.6
50]100000| 316 | 5.76
Impulso unitario 4 ‘1«
(Delta de Dirac): ) [ Senoidal
AS(t-ty) o
@| Paso o escalon i _{ 1Lt=0
S| unitario: ugt) . us(t) = 0,t <0
£
Q o 1 >
O| Rampa unitaria: ﬂ r(t) = {U—O
2 (t) L |'P 0,t<0
=
.0 .
8 Pulso unitario: i
S n() =5 0 i !
LL 3 2

Triangulo o diente

de sierra: A(t)

Propiedad de:




| Simbologia

Propiedad de:
V=/3E

. . — G
f‘c-? Continua = SCR A_NLK Rectificador —N—
[} /\/
‘= | Altern B o | SO ’F
5 lema Fototiristor AG—rNLK AL .
&) A 2 q
Contlrnua o alterna o o 2 Pin —p
n= numero de conductores —H— H - S| Tunel —p—
Resistencia ——— MW Triac ‘H | Emisor laser —B—
Capacitor = Sus A > £ Emisor luz _“{_
Tierra = Fotodiodo v
Normalmente abierto NA —Oo o
——— AE Antena
Normalmente cerrado NC B Bateria
Interruptor de potencia —oo— B /CCR g%%aocnor
Fusible _E_ E F Fusible
- e) IC Circuito Integrado
Pulsador — O L Inductor
3{ 4 LCD | Pantalla de Cristal Liquido
Transformador (@) LDR [ Resistor Dependiente de Luz
Motor trifasico @ O LED | Diodo Emisor de Luz
- — LS Bocina
Bocina 1] x M__| Motor __
()] MCB Breaker / Disyuntor
Timbre :D E Mic Microfono
, @ » OoP Amplificador Operacional
Amperimetro _(C) % PCB | Circuito impreso
a c Q Transistor
Voltimetro @ D = R Resistor
Lampara X = O RLA |Relay __
- (O] 8 SCR Rectificador Controlado de Silicio
Relé |$| . 5| FET Transistor de Efecto de Campo
" ) ‘®| MOSFET | Transistor de efecto de campo
Amplificador operacional :[>— ; = metal-oxido-semiconductor
Convertidor Analogo-Digital g 5|_DSP__ | Procesador Digital de Sefiales
_D_ ; < SW Interruptor
Convertidor Digital-Andlogo| 1 TTH Pans'fct)rmador
ermistor
Antena Y TP Punto de prueba
- - . Tr Transistor
Cristal piezoeléctrico HC - U Circuito Intearado
) \ Valvula
" Fuentes dependientes VG Capacitor Variable
) VR Resistor Variable
PNP L@ _Vs<>&( XMER | Trasformador
: X Cristal
E Fuente de Voltaje controlada 7 Diodo Zener
c por Corriente
NPN B Is <> KVx Is Kix Vs C KVx
c Fuente de Corriente controlada Fuente de Corriente controlada  Fuente de Voltaje
1) T por Voltaje por Corriente controlada por Voltaje
w
4 i i
'9 B e = Conexién estrella Conexién delta
»
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B> S
UJT-N JFET canal P
E B °
G
By S
UJT-P JFET canal N
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